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【はじめに】Si ナノワイヤトランジスタはゲートオールアラウンド構造により短チャネル効果への耐性が期待される。このとき断面形状に突起が

あるとチャネルの均一性が失われ特性が劣化するため、ナノワイヤの断面が円形であることが重要である。ナノワイヤは Si Fin の熱酸化により

作製するが、Fin の縦横比により断面が楕円形になりうるので、Fin の線幅を変えて比を変化させて円形のナノワイヤを形成する条件を得た。 

【実験方法】SOI 層厚さが異なる(75nm,61nm) SOI ウエハの Si 層を、TEOS をハードマスクとしてドライエッチングすることで線幅が異なる Si フ

ィンを形成した。これを熱酸化炉において乾燥酸素雰囲気中 1000oC 60 分間の条件で酸化した。その後、ナノワイヤ形状の断面 SEM 像を観察し、

円形となる条件を抽出した。 

【結果】Si Fin(膜厚 61nm, 断面を図 1 に示す)の熱酸化により作製した Si ナノワイヤとこれを

取り囲む熱酸化膜層を図 2 に示す。膜厚 75nm のウエハを用いた場合についても同様に Fin アス

ペクト比の最適化により断面が円形のナノワイヤを作製した。形状に関する詳細は当日報告する。 
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図 1 犠牲酸化前の Fin 

図2 犠牲酸化後のFin 
(ナノワイヤが形成された) 


